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摘 要

氮化鋁鎵/氮化鎵高電子遷移率場效電晶體具有高電子遷移率與高崩潰電壓等優良特性，因此本論文利用氮化鋁鎵/氮化家

高電子遷移率場效電晶體之特性，將其閘極金屬用ITO取代，來製作AlGaN/GaN HEMT的光電晶體。因為ITO透明的特

性，光源能穿透閘極直到氮化鋁鎵與氮化鎵接面處，產生電子電洞對，讓高電子遷移率電晶體具有光檢測器與電晶體雙重

性。光訊號將會被自身放大，可取代傳統光檢測器還需搭配放大電路來增加解析度的缺點。 我們比較以ITO為閘極

之HEMT在沒有照光與照光情況下，元件之特性改變，並且將ITO為閘極的HEMT與鎳/金為閘極的HEMT作為比較。 本

次製作之元件ITO閘極寬度為25μm，長度1μm，在沒有照光下閘極電壓為 0 V時，最大導通電流為13.8 mA，最大轉導值

為113.6 mS/mm。
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